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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月4日(2011.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を画定する表面を含んでいる光学素子を生成するステップと、
　前記表面上に導電材料を堆積して、前記堆積された導電材料の一部が前記凹部内に配置
されるようにするステップと、
　前記表面をほぼ平坦化させて、前記凹部内に配置された導電材料の一部を露出させるス
テップとを含む方法。
【請求項２】
　前記表面をほぼ平坦化するステップが、前記導電材料および表面を化学機械的に研磨す
るステップを含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記導電材料を堆積させるステップが、前記光学素子の上に溶融導電材料を溶射するス
テップを含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記導電材料を堆積させるステップが、前記光学素子の上に溶融導電材料を溶射する前
に、前記光学素子の上にステンシルを配置するステップを更に含んでいる、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記光学素子の上に反射材料を堆積させ、且つ前記表面に前記反射材料が付着しないよ
うにするステップと、
　前記反射材料の上に電気絶縁体を堆積させ、前記表面に前記電気絶縁体が付着しないよ
うにするステップと、
　前記導電材料を前記電気絶縁体の上に堆積させるステップとを更に含んでいる、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　凹部を画定する表面を含む光学素子と、
　前記凹部内に配置された導電材料と、
　前記導電材料の一部に被せて配置された半田マスクとを含んでいて、
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　前記半田マスクが、前記光学素子からの光が透過可能な開口部を画定する装置。
【請求項７】
　凹部を画定する表面を含む光学素子を生成するステップと、
　前記凹部以外の表面の領域の上に材料を堆積させるステップと、
　前記材料の上、且つ前記凹部内に導電材料を堆積させるステップと、
　その上に堆積された材料および任意の導電材料を除去するステップとを含む方法。
【請求項８】
　光学素子の上に導電材料を堆積させるステップと、
　前記導電材料の上にフォトレジストを堆積させるステップと、
　前記フォトレジストの一部を除去して前記導電材料の一部を露出させるステップと、
　第２の導電材料により前記導電材料の露出部分にメッキを施すステップと、
　前記フォトレジストの残りの部分を除去するステップと、
　前記導電材料の非メッキ部分を除去するステップとを含む方法。
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